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© Verfahren zur Herstellung einer Speicherzelle eines Halbleiterspeichers 

© Bei he rkomm lichen Grabenkondensatoren wird der 
Speicherknoten in einem Graben gebiidet, der ublicher- 
weise als Bohrloch ausgebildet ist. Im Gegensatz dazu 
wird in der vorliegenden Anmeldung der Speicherknoten 
in dem einkristallinen Silizium des Substrates gebitdet, 
der bei einer Atiun^als Steg (17) stehen bleibt, wohinge- 
gen ein Graben (30) mit der gemeinsamen Gegenelektro- 
de des Speicherzellenfeldes gefullt wird. Hierbei ist vor- 
teilhaft, date der Auswahltransistor als vertikaler Transi- 
stor oberhalb des Speicherknotens in dem fretstehenden 
Steg 17 gebiidet wird. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren 
zur HersteUung einer SpeicherzeUe eines Halbleiterspei- 

chers. xA 5 

[0002] Halbleiterspeicher, wie zum Beispiel DRAMs 
(Dynamic Random Access Memories) bestehen aus einem 
Zellenfeld und einer Ansteuerungsperipherie, wobei in dem 
Zellenfeld einzelne Speicherzellen angeordnet sind. 
[0003] Ein DRAM-Chip enthalt eine Matrix von Spei- io 
cherzellen, weiche in Form von Zeilen und Spalten angeord- 
net sind und von Wortleitungen und Bideitungen angesteu- 
ert werden. Das Auslesen von Daten aus den Speicherzellen 
und das Schreiben von Daten in die Speicherzellen wird 
durch die Aktivierung geeigneter Wortleitungen und Bitlei- 15 
tungen bewerkstelligt. 

[0004] Ubhcherweise enthalt eine Speicherzelle eines 
DRAMs einen mit einem Kondensator verbundenen Transi- 
stor. Der Transistor besteht unter anderem aus zwei DifTusi- 
onsgebieten. weiche durch einen Kanai voneinander ge- 20 
trennt sind, der von einem Gate gesteuert wird. Abhangig 
von der Richtung des Stromflusses wird ein Diffusionsge- 
biet als Drain-Gebiet und das andere Diffusions gebiet als 
Source-Gebiet bezeichnet-. 

[0005] Eines der Diffusionseebiete ist mit einer Bitlei- 25 
tung, das andere Diffusionsgebiet mit dem Kondensator und 
das Gate mit einer Wortleitung verbunden. Durch Anlegen 
geeigneter Spannungen an das Gate wird der Transistor so 
gesteuert, daB ein StromfluB zwischen dem Diffusionsgebie- 
ten durch den Kanal ein- und ausgeschaltet wird. 30 
[0006] Durch die fortschreitende Miniaturisierung von 
Speicherbauelementen wird die Integrationsdichte kontinu- 
ierlich erhoht. 

[0007] Die kontinuierliche Erhohung der Integrations- 
dichte bedeutet, daB die pro Speicherzelle zur Verfugung 35 
stehende Flache immer weiter abnimmt. Urn die zu Verfu- 
gung stehende Flache effektiv auszunutzen, kann der Aus- 
wahltransistor als vertikaler Transistor in einem Graben 
oberhalb eines Grabenkondensators gebildet werden. Eine 
Speicherzelle mit einem Grabenkondensator und einem ver- 40 
tikalen Auswahltransistor ist beispielsweise aus der Druck- 
schrift US 5,744,386 bekannt. Weitere Ausfuhrungen zu 
Grabenkondensatoren und Transistoren sind in dem Patent 
US 5,208,657 beschrieben. 

[0008] NachteiUg-an den aus dem Stand der Techmk be- 45 
kannten Speicherzelle eines Halbleiterspeichers ist, daB sie 
eine ZeUflache von mindestens 5F 2 benotigen, wobei F die 
kleinste lithographisch abbildbare Langeneinheit ist. 
[0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein weiteres Ver- 
fahren zur HersteUung einer Halbleiterspeicherzelle anzuge- 50 
ben, das Speicherzellen mit nur 4F 2 Zellflache ermoglicht. 
[0010] ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelost durch 
ein Verfahren zur HersteUung einer SpeicherzeUe eines 
Halbleiterspeichers umfassend einen Transistor und einen 
Kondensator, wobei der Transistor ein erstes und ein zweites 55 
Dotiergebiet aufweist und der Kondensator eine erste Kon- 
densatorelektrode, eine zweite Kondensatorelektrode und 
ein Kondensatordielektrikum aufweist, mit den Schntten: 
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- BereitsteUen eines Substrates mit einer Halbleiter 
schicht; 

- Atzen eines Grabens (in die Halbleiterschicht. wobei 
ein von dem Graben umgebener Steg gebildet wird, der 
in dem Graben eine Seitenwand aufweist: 

- Bilden einer dielektrischen Schicht als Kondensator- 6:> 
dielektrikum, auf der Seitenwand des Sieges, den Steg 
umgebend; 

- Fiillen des Grabens mit einer leiienden Grabenful- 



lung als erste Kondensatorelektrode, die als gemein- 
same Kondensatorelektrode benachbarter Speicherzel- 
len dient; 

- Bilden einer Isolationsschicht in dem Graben auf der 
leitenden GrabenfuUung; 

- Bilden seidicher Randstege an dem Steg, als Gate- 
Elektrode des Transistors; 

- Einbringen von Dotierstoff in den Steg, wobei erne 
dotierte Schicht als ein Dotiergebiet des Transistors ge- 
bildet wird; 

- Bilden einer Bitlei tung auf dem Steg, auf der dotier- 
ten Schicht; 

- Bilden einer Wortleitung oberhalb der Bideitung; 

- Bilden eines Wortleitungskontaktes, der die Wortlei- 
tung mit dem Gate verbindet. 

[0011] Das erfindungsgemaBe Verfahren weist den Vorteil 
auf, daB eine Substratobernache von lediglich 4F- pro Spei- 
cherzelle benotigt wird. Weiterhin ist vorteilhaft. daB zur 
Bildung der errindungsgemaBen Speicherzelle eine wesent- 
lich seringere Anzahl von Prozessierungsschritten benotigt 
wirdTals aus dem Stand der Technik bekannt ist. 
[0012] Die Atzung des Grabens erfolgt in dem Muster, das 
durch zwei sekreuzte Liniengitters gebildet wird. wodurch 
einzelne. frelstehende Stege gebildet werden. die in ihrem 
unieren Bereich die innere Kondensatorelektrode mit dem 
Speicherknoten bilden und in ihrem oberen Bereich. an der 
Substratoberfiache, einen vertikalen Transistor beinhalten. 
Nach der Abscheidung des Kondensatordielektrikums und 
dem AuiTullen des Grabens mit einer leitfahigen Grabentiil- 
luns entsteht die Zellplatte als Gegenelektrode in Form ei- 
ner~Art Lochplatte. in deren Lochem die Stege nut den je- 
weiligen Zellknoten und den vertikalen A us wahl transisto- 
ren anseordnet sind. Ein weiterer Vorteil besteht dann, daB 
fur das Zellenfeld keine STI-Isolation (Shallow Trench Iso- 
lation) benotigt wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB 
fur das Zellenfeld keine zusatzliche Isolationsstruktur beno- 
tiet wird, die bei herkommlichen SpeicherzeUen zu einem 
vergroBerten Platzbedarf der einzelnen SpeicherzeUen fuhrt. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB ein selbstjustierter 
Kontakt zu dem Speicherknoten und dem vertikalen Aus- 
wahltransistor hergesteUt wird. Dieser Vorteil resultiert da- 
her, das der Steg in einem Atzschritt strukturiert wird, der 
sowohl die innere Kondensatorelektrode mit dem Speicher- 
knoten als auch dem Auswahltransistor strukturiert. Weiter- 
hin ist vorteilhaft, daB eine zusatzUche Isolation fur die Aus- 
wahltransistor vermieden werden kann. Ein weiterer Vorteil 
besteht darin, daB auf einen Isolations kragen in dem Graben 
verzichtet werden kann. Dies Uegt daran, daB der bei ubU- 
chen Speicherzellen an der GrabenauBenwand angeordnete 
parasitare Transistor aufgrund der vorteilhaften geometri- 
schen Anordnung vermieden werden kann. 
[0013] Ein Verfahrensschritt sieht vor, daB das Substrat als 
Silicon-On-Insulator-Substrat bereitgesteUt wird. Ein Sili- 
con-On-Insulator-Substrat (SOI) weist den Vorteil auf, daB 
beispielsweise die Atzung des Grabens selbstjustiert auf der 
Isolationsschicht des SOI-Substrates stoppen kann. 
[0014] Ein weiterer Verfahrensschritt sieht vor, daB ober- 
halb der Isolationsschicht, auf der Seitenwand des Stegs, ein 
Gate-Oxid gebildet wird. Das Gate-Oxid kann beispiels- 
weise mittels einer thermischen Oxidierung gebildet werden 
und isoliert beispielsweise die nachfolgend gebildete Gate- 
Elektrode von dem Kanalgebiet. 

[0015] Ein weiterer Verfahrensschritt sieht vor, daB eine 
konforme Schicht mit einer Schichtdicke zwischen einem 
Sechstel und der Halfte der Breite des Grabens abgeschie- 
den wird und anisotrop zuruckgeatzt wird, wobei das Gate 
als seitlicher Randsies an dem Steg aus der konfomien 
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Schicht gebildet wird. Das Gate wird dabei als Spacer gebil- 
det und kann beispielsweise rund urn den Steg beispiels- 
weise an vier Seiten des Steges angeordnet werden. Dies 
weist den Vorteil auf, das die Kanalweite des vertikalen 
Auswahltransistors viermal so groB ist und die Speicherzelle 5 
somit sehr schnell beladen und entladen werden kann. 
[0016] Ein weiterer Verfahrensschriu sieht vor, daB zwi- 
schen der dotierlen Schicht und der Bitleitung eine Barrie- 
renschicht gebildet wird. Die Barn ere nschicht dient bei- 
spielsweise dazu, die dotierte Schicht vor Materialien zu io 
schutzen, die in der Bitleitung angeordnet sind. Dies ist 
zweckmaBig, falls Metalle in der Bitleitung angeordnet wer- 
den. Die Metalle gestalten die Bitleitung niederohmig. 
[0017] Ein weiterer Verfahrensschriu sieht vor, daB auf 
der Bitleitung eine weitere Isolationsschicht gebildet wird, 15 
in der ein Graben gebildet wird, in dern die Wortleitung ge- 
bildet wird. Die weitere Isolationsschicht beabstandet die 
Bitleitung und die Wortleitung voneinander und die Wortlei- 
tung kann beispielsweise mittels eines Damascene- oder 
Dual-Damascene-Prozesses gebildet werden. 20 
[0018] Eine weitere Verfahrensvariante sieht vor. daB eine 
Bitleitungsisolation neben und auf der Bitleitung gebildet 
wird. 

[0019] Eine weitere vorteilhafte Van ante des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens sieht vor, daB die Bitleitungsisolation 25 
als selbstjustierende Atzmaske bei der Atzung eines Kon- 
taktloches ftir den Wortleitungskontakt. verwendet wird. 
Dies weist den Vorteil auf, daB das Kontaktloch fiir die Kon- 
taktierung des Gates mit der Wortleitung mit einer groben 
Justierung belichtet und geatzr. werden kann, wobei durch 30 
die Bitleitungsisolation die Atzung selbstjustiert zu der 
Gate-Elektrode vorangetrieben wird. 

[0020] Eine weitere vorteilhafte Variante des ertindungs- 
gemaBen Verfahrens sieht vor, daB auf der Isolationsschicht 
des Silicon-On-Insulator-Substrats eine hoch dotierte 35 
Schicht eines ersten Leitungstyps angeordnet ist und auf der 
hoch dotierten Schicht eine schwach dotierte Schicht eines 
zweiten Leitungstyps angeordnet ist, wobei die hoch do- 
tierte Schicht die zweite Kondensatorelektrode und das 
zweite Dotiergebiet des Transistors bildet und die schwach 40 
dotierte Schicht das Kanalgebiet des Transistors bildet. 
[0021] Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens sind Gegenstand der jeweiligen Unteran- 
spruche. 

[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Aus- 45 
fuhrungsbeispielen und Figuren naher erlautert. 
■ [0023] In den Figuren zeigen: 
[0024] Fig. 1 die Draufsicht auf ein Zellenfeld mit einem 
freistehenden Steg, der von einem Graben umgeben ist; 
[0025] Fig. 2 bis 7 Schnittbilder entlang der Schnittlinie 50 
AA aus Fig. 1 , die ein Herstellungsverfahren zur Bildung ei- 
ner erfindung sgemaBen Speicherzelle darstellen. 
[0026] In Fig. 1 ist ein Substrat 5 dargestellt, auf dem ein 
freistehender Steg 17 angeordnet ist, der von einem Graben 
30 umgeben ist. Der freistehende Steg 17 umfaBt eine erste 55 
dotiert Schicht 15, in der ein Speicherknoten als innere Kon- 
densatorelektrode 16 angeordnet ist. 

[0027] In Fig. 2 ist ein Schnittbild entlang der Schnittlinie 
AA durch das in Fig. 1 dargestellte Substrat 5 gezeigt. Bei 
dem Substrat 5 handelt es sich um ein SOI-Substrat (Silicon 60 
On Isolator), wobei auf dem Substrat 5 eine erste Isolations- 
schicht 10 angeordnet ist, auf der eine erste dotierte Schicht 
15 und darauf eine zweite undotierte Schicht 20 angeordnet 
sind. Bei dem Substrat 5 handelt es sich beispielsweise um 
ein Siliziumsubstrat. Die erste dotierte Schicht 15 ist bei- 65 
spielsweise aus hoch dotiertem Silizium gebildet und die 
undotierte Schicht weist eine DotierstofTkonzentration von 
weniger als 1016 Dot.ieratome pro Kubikzentimeter auf. 
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[0028] Mit Bezug auf Fig. 3 wird eine Maskenschicht 25 
auf der undotierten Schicht 20 abgeschieden. Auf der Mas- 
kenschicht 25 wird beispielsweise nachfolgend eine Hart- 
maske aus einem dotierten Silikatglas wie beispielsweise 
Bor- oder Phosphors ilikatglas gebildet. Nachfolgend wird 
ein Photolack auf der Hartmaske abgeschieden und mit ei- 
nem oder auch zwei fototechnischen Schritten - zum Bei- 
spiel mit zwei gekreuzten Liniengittern - belichtet und an- 
schlieBend entwickelt. AnschlieBend wird die Hartmaske 
geatzt," wobei die Lackmaske als Atzmaske verwendet wird. 
Nachfolgend wird die Lackmaske von der Hartmaske ent- 
fernt. Nachfolgend wird die Maske 25, die undotierte 
Schicht 20 und die erste dotierte Schicht 15 geatzt. wobei 
die Hartmaske als Atzmaske verwendet wird. Beispiels- 
weise kann dabei die erste Isolationsschicht 10 als Atzstopp 
fiir die Atzung verwendet werden. Bei der Atzung entsteht 
ein Graben 30, der einen freistehenden Steg 17 umgibt. Der 
freistehende Steg 17 weist in seinem unteren Bereich die er- 
ste dotierte Schicht 15 und in seinem oberen Bereich die un- 
dotierte Schicht 20 auf. Nachfolgend wird die Hartmaske 
von der Maske 25 entfernt. 

[0029] Mit Bezug auf Fig. 4 wird eine dielektrische 
Schicht. 35 in dem unteren Bereich des Grabens 30 gebildet. 
Dies kann beispielsweise mittels einer thermischen Oxidie- 
rung beziehungsweise einer thermischen Nitridierung sowie 
einer CVD (Chemical Vapour Deposition) Abscheidung 
durchgefuhrt werden. Die dielektrische Schicht 35 wird bei- 
spielsweise aus Siliziumnitrid, Siliziumoxid oder Siliziumo- 
xinitrid gebildet. Nachfolgend wird eine leitende Grabenfiil- 
lung 40 in den Graben 30 eingefullt und bedeckt die dielek- 
trische Schicht 35. Dies kann beispielsweise mittels der Ab- 
scheidung einer polykristallinen Siliziumschicht durchge- 
fuhrt werden. die hoch ndotiert ist. Falls es sich um eine 
konforme Abscheidung handelt, so wird die leitende Gra- 
benfullung ebenfalls auf der Maske 25 gebildet, so daB in ei- 
nem nachfolgenden Ruckatzschritt die leitende Grabenful- 
lung 40 in den Graben 30 eingesenkt wird. Nachfolgend 
wird eine Oxidschicht 45 in den Graben 30 abgeschieden. 
Auch hierbei wird die Oxidschicht konform abgeschieden. 
so daB sie ebenfalls auf der Maske 25 angeordnet wird. 
Nachfolgend wird die zweite Isolationsschicht 45 in den 
Graben 30 eingesenkt. Der oberhalb der zweiten Isolations- 
schicht 45 angeordnete Teil des Stegs 17 wird von der di- 
elektrischen Schicht 35 befreit, so daB die Seitenwand des 
Stegs 17 in dem Bereich oberhalb der zweiten Isolations- 
schicht 45 freiliegt. 

[0030] Mit Bezug auf Fig. 5 wird ein Gate-Oxid 50 mittels 
eines Temperaturschrittes mit einer Dicke von ca. 5 Nano- 
metern gebildet. Nachfolgend wird eine konforme Abschei- 
dung des Gates 55 durchgefuhrt, wobei das Gate 55 aus ei- 
nem n-dotierten Polysilizium gebildet wird. Das Gate 55 
wird dabei mit einer Dicke von etwa einem Drittel der Breite 
des Grabens 30 gebildet. Nachfolgend wird eine anisotrope 
Atzung durchgefuhrt, wobei das Gate 55 als seitlicher Rand- 
steg auf dem Gate-Oxid 50 an der Seitenwand des Stegs 17 
gebildet wird. Die Spacer-Atzung zur Bildung des Gates 55 
wird dabei so durchgefuhrt, daB oberhalb des Gates 55 ein 
Teil der undotierten Schicht 20 angeordnet ist. Nachfolgend 
wird eine dritte Isolationsschicht 60 in den Graben 30 abge- 
schieden und mittels eines CMP (Chemical Mechanical Po- 
lishing) Schrittes planarisiert. 

[0031] Mit Bezug auf Fig. 6 wird die Maske 25 von dem 
Steg 17 entfernt. Nachfolgend wird eine Dotierung des obe- 
ren Bereiches des Steges 17 durchgefuhrt. Dies kann bei- 
spielsweise mittels einer Implantation durchgefuhrt werden. 
Als Dotierstoff sind n+ und p+ Dotierungen mittels Arsen. 
Phosphor oder Bor geeignet. Dabei wird eine zweite dotierte 
Schicht 65 in dem Steg 17 gebildet. Auf die zweite dotierte 
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Schicht 65 wird optional eine Barriere abgeschieden. 
[0032] Auf die Barriere wird nachfolgend eine leitfahige 
Schicht abgeschieden, aus der eine Bideitung 70 stmkturiert 
wird. Die leitfahige Schicht der Bideitung 70 wird beispiels- 
weise aus Wolframsilizid gebildet. Nachfolgend wird auf 
die leitfahige Schicht eine Bitleitungsisolauon 75 abge- 
schieden. Auf die Bideitungsisolation 75 wird eine Lack- 
maske abgeschieden, die mittels einer Fototechnik struktu- 
riert wird und anschliefiend entwickelt wird. Nachfolgend 
wird die Bitleitungsisolauon 75 und die leitfahige Schicht 
70 strukturiert, wobei die Bitleitung 70 auf der zweilen do- 
tierten Schicht 65 gebildet wird. Nachfolgend wird eine Iso- 
lationsschicht konform abgeschieden, aus der die Bitlei- 
tungsisolauon 75 mittels Spacer-Technik strukturiert wird. 
Die Bitleitungsisolauon 75 ist beispielsweise aus Silizium- 
nitrid gebildet. 

[0033] Mit Bezug auf Fig. 7 wird eine vierte Isolations- 
schicht 80 abgeschieden. Die vierte Isolationsschicht 80 be- 
steht beispielsweise aus Siliziumoxid. Die vierte Isolations- 
schicht 80 wird nachfolgend mittels eines CMP Schrittes 
planarisiert. In die vierte Isolationsschicht 80 werden mittels 
einer strukturierten Lackmaske Graben geatzt, in denen 
nachfolgend eine Wortleitung 85 angeordnet werden kann. 
MitteLs einer zweiten Lackmaske werden in die vierte Isola- 
tionsschicht 80 und die dritte Isolationsschicht 60 Kontakt- 
16c her geatzt, in denen nachfolgend ein Wortleitungskontakt 
90 gebildet werden kann. Nach der Atzung des Wortlei- 
tungsgrabens und des Kontaktlochs fur den Wortleitungs- 
kontakt wird zunaehst optional eine Barrieren schicht abge- 
schieden. Nachfolgend wird der Wortleitungskontakt 90 und 
die Wortleitung 85 abgeschieden. Die Wortleitung 85 und 
der Wortleitungskontakt 90 werden beispielsweise aus Wol- 
fram gebildet. Nachfolgend wird ein CMP-Schritt zur Pla- 
narisierung der Wolframschicht durchgefuhrt. Die Technik 
zur Bildung der Wortleitung 85 und des Wortleitungskon- 
taktes 90 wird beispielsweise Damascene-beziehungsweise 
Dual-Damascene Technik genannt. 

Bezugszeichenliste 

5 Substrat 

10 erste Isolationsschicht 

15 erste dotierte Schicht 

16 Speicherknoten, innere Kondensatorelektrode 

17 freistehender Steg^ 
20 undotierte Schicht 
25 Maske 

30 Graben 

35 dielektrische Schicht 
40 leitende Grabenrullung 
45 zweite Isolationsschicht 
50 Gate-Oxid 
55 Gate 

60 dritte Isolationsschicht 

65 zweite dotierte Schicht 

70 Bitleitung 

75 Bitleitungsisolauon 

80 vierte IsolaUonsschicht 

85 Wortleitung 

90 Wortleitungskontakt 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Speicherzelle eines 
Halbleiterspeichers umfassend einen Transistor und ei- 
nen Kondensator, wobei der Transistor ein erstes und 
ein zweites Dotiergebiet aufweist und der Kondensator 
eine erste Kondensatorelektrode, eine zweite Konden- 
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satorelektrode und ein Kondensatordielektrikum auf-- 
weist, mit den Schritten: 

- Bereitstellen eines Substrates (5) mit einer 
Halbleiterschicht (15, 20); 

- Atzen eines Grabens (30) in die Halbleiter- 
schicht (15, 20), wobei ein von dem Graben (30) 
umgebener Steg (17) gebildet wird, der in dem 
Graben eine Sei ten wand aufweist; 

- Bilden einer dielektrischen Schicht (35) als 
Kondensatordielektrikum, auf der Seitenwand des 
Steges (17), den Steg (17) umgebend; 

- Fullen des Grabens (30) mit einer leitenden 
Grabenrullung (40) als erste Kondensatorelek- 
trode, die als gemeinsame Kondensatorelektrode 
benachbarter Speicherzeilen dient; 

- Bilden einer Isolationsschicht (45) in dem Gra- 
ben (30) auf der leitenden Grabenrullung (40); 

- Bilden seitlicher Randstege an dem Steg (17), 
als Gate-Elektrode (55) des Transistors; 

- Einbringen von Dotierstorf in den Steg (17). 
wobei eine dotierte Schicht (65) als ein Dotierge- 
biet des Transistors gebildet wird; 

- Bilden einer Bitleitung (70) auf dem Steg (17), 
auf der dotierten Schicht (65); 

- Bilden einer Wortleitung (85) oberhalb der Bit- 
leitung (70); 

- Bilden eines Wortleitungskontaktes (90), der 
die Wortleitung (85) mit dem Gate (55) verbindet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Substrat (5) als Silicon-On-Insulator-Sub- 
strat bereitgestellt wird. 

3. Verfahren nach einern der Anspruche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB oberhalb der Isolations- 
schicht (45), auf der Seitenwand des Stegs (17), ein 
Gate-Oxid (50) gebildet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine konfonne Schicht mit 
einer Schichtdicke zwischen einem Sechstel und der 
Halfte der Breite des Grabens (30) abgeschieden wird 
und anisotrop zunickgeatzt wird, wobei das Gate (55) 
als seidicher Randsteg an dem Steg (17) aus der kon- 
formen Schicht gebildet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche. 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen der dotierten 
Schicht (65) und der Bitleitung (70) eine Barrieren- 
schicht gebildet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der Bitleitung (70) eine 
weitere IsolaUonsschicht (80) gebildet wird, in der ein 
Graben gebildet wird, in dem die Wortleitung (85) ge- 
bildet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine Bitleitungsisolauon 
(75) neben und auf der Bitleitung (70) gebildet wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bitleitungsisolauon (75) als selbstjustie- 
rende Atzmaske bei der Atzung eines Kontakdoches 
fur den Wortleitungskontakt (90) verwendet wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der IsolaUonsschicht 
des Silicon-On-Insulator-Substrats eine hoch dotierte 
Schicht (15) eines ersten Leitungstyps angeordnet ist 
und auf der hoch dotierten Schicht (15) eine schwach 
dotierte Schicht (20) eines zweiten Leitungstyps ange- 
ordnet ist, wobei die hoch dotierte Schicht (15) die 
zweite Kondensatorelektrode und das zweite Dotierge- 
biet des Transistors bildet und die schwach dotierte 
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Schicht das Kanalgebiet des Transistors bildet. 
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Abstract 



The method of the invention, in contrast to conventional trench capacitors wherein the memory node is formed in a trench, 
normally in the form of a drilled hole, includes the steps of forming the memory node in the monocrystalline silicon of the substrate 
and remains as a web during an etching process while a trench is filled with the common opposing electrode of the memory cell 
array. In the method, it is advantageous for the selection transistor to be in the form of a vertical transistor above the memory node 
in the freestanding web 
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